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Schaltkreis

v leichst
U 2148 D 2148 H (U 2148 D 70) 1/88 (12)
2148 H = 3 (U 2148 D 55)

Hersteller: VEB Foréchungszentrum Mikroelektronik Dresden
Betrieb des Kombinates VEB Carl Zeiss JENA

Statischer Schreib-/Lese-Speicher mit wahlfreiem Zugriff (sRAM)

- sﬁeicherkapazitat 4096 Bit
- Organisation 1 K x 4 Bit
- Typspektrum U 2148 D 55 (Grundtyp)
U 2148 D 70 (Anfelltyp)
- Zugriffszeit max. 70 ns (fir U 2148 D T70)
max. 55 ns (fir U 2148 D 55)
- Betriebsspannung +5V+5%

- gemeinsame (bidirektionele) Datenein-/-ausginge
- Tri=state =Ausgengsstufen

- TTL-Kompatibilit&t fiir alle Anschliisse

- 18-poliges DIL-Geh&use (Plastgehdéuse)

- Umgebungstemperatur 0 ... 70 %

- integrierte Schutzschaltungen an allen Eingéngen
- nSGT-Herstellungstechnologie
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Ucc Betriebsspannung
USS Masse
AQ ... A9 Adresseneingénge
0RO ... DQ3 Datenpins
s Chipauswahl
WE Lese-/Schreibsteuerung
A4 o
A5 o—= Adressen- 6 | Zarlen- Sperchermatrix
A6 o—=aingangs-| | dekoder | &+ $096 Zellen
A7 o—= sphaltung "\ (64 Zeilen
A3 o—= By 64 Soalten
AD o—=—f
32}( 32 24 32'11r 3-;
Dao Treiber - Spaltendekoder
DB7T o—— und i wnd
DQ2Z o Empf e Schreb -/lese -
scholtunger It
30—  (4x) el ddeod
4| 4)
/ /
= Emn - /Ausgabe - Adresseneingarngs-
Ci | wa sohallung
WE o—= Zyklussteuerurng i 1 l l

Usse——-

Bild 2: Blockschaltbild
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Funktionsbeschreibung
Der U 2148 D besteht aus folgenden Teilschaltungen:

- Speichermetrix mit 64 Zeilen und 64 Spalten (4096 Bit)
- Adresseneingangsschaltung fiir 10 Adressen
Spaltendekoder

Zeilendekoder

bidirektionale Datenein-/-ausgabe und Zyklussteuerung
Treiber- und Empféngerschaltung

Die Aktivierung des U 2148 D erfolgt mittels des CS-Signales (C5=LOW); im Ruhestand (CS=HIGH) er-
folgt schaltkreisintern eine Reduzierung der Stromaufnabme auf ca. 30 % des Betriebsstromes.

Der U 2148 D kann in folgenden Betriebsarten arbeiten:
Schreibzyklus
Lesezyklus.

Die Betriebsart "Schreiben" ist durch CS=WE=LOW gekennzeichnet; die an den Datenamnschluf DQO bis

DQ3 anliegenden Daten,werden gemidl Impulsdisgramm "Schreibzyklus", in die adressierten Speicher=
zellen eingeschrieben.

Bei der Betriebsart "Lesen", gekennzeichnet durch CS5=LOW und WE=HIGH, liegen die Daten der durch
den AdreBanschluB AO bis A9 adressierten Speicherzellen der Matrix nach Ablauf der Zugriffszeit
giiltig an den Datenausgéngen DQO bis DQ3 an.

Funktion cs WE DQO bis DQ3

Ruhezustand H beliebig Ausgang hochohmig (Tri-state), Eingénge gesperrt
Schreiben L L Ausgang hochohmig, Fingénge aktiv

Lesen L H Eingénge gesperrt, am Ausgang steht Inhalt der aus-

gewdhlten Speicherzellen zur Verfiigung

Technische Daten

Alle Spannungen sind auf USS = 0 V bezogen

Grenzwerte

Kurzzeichen min, maxX. Einheit
Betriebsspannung Use 0 T
Spennung an allen UG =1,5 T
Anschliissen
Verlustleistung Py - 1,2 w
Ausgangsdauerstrom IDS - 10 mA
Umgebungstemperatur @é 6] T0 °c
Legertemperatur Jgtg =55 125 %
Betriebsbed en

Statische Bedingungen

Kurzzeichen min. typ. max. Einheit
Betriebsspannung Use 4,75 5,0 5425 v
L-Eingangsspennung  Upp -1,0 0,05 0,8 v
H-Eingangsspannung Uy 2,2 3,4 - v
ﬁmgebungstemperatur & 0 25 T0 - %

a



Dynamische Bedingungen

Kurzzeichen U 2148 D 55 U 2148 D T0O Einheit
min. .
CS-Impulsdauer torcn 55 70 ns
Adressenzykluszeit tAV}sI 55 T0 ns
Adressenvorhaltzeit ’ﬂ\m 0 0 ns
AdreBhaltezeit tymrax 5 5 ns
WE-Impulsdauer tyLwh 40 50 ns
WE-Impulsvorhaltezeit Yy 40 50 ns
WE-Impulshaltezeit torwn 50 65 ns
Datenvorhaltezeit Yoviw 20 25 ns
Datenhaltezeit tmmx o} ns
Ausgangsinformation tﬂQV o ns
giiltig nach AdreB-
wechsel
Verzdgerungszeit tCLQX 0 0 nsg
(CS-LOW=-Ausgang aktiv)
Statische Kennwerte
Kurzzeichen min. typ. mAX. Einheit
Betriebsstrom ICG = 110 150 mA
Ucc = 5 v' Aussﬁnse
— ‘ﬁ 0
offen, CS=LOW, a ® 25 °C
Ruhestrom Iccr - 29 50 mA
Uge = 5 V, Ausginge
offen, CS-HIGH, 4 = 25 °C
Eingangsleckstrom /IIL/ - 10 /u.a
Uspn = 5,25 V
CcC
Ausgangsleckstrom it IOI./ - 50 /ua
L=-Ausgangsspannung Up, - 0,4 v
IOI. = 8 mA
H=-Ausgangsspannung UOH 2,0 - v
I.; = =4 mA
OH
Ein-/Ausgangs- (o] - 7 pF
kapazitét 10
UI = USS
Up = Uss
2 =25 %

a
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nggg;schalKennmarte

Kurzzeichen

1]

min, typ « IAX.

2148 D 55

U 2148 D T0
min., typ. meax.

U 2148 D 55, ...

Einheit

CS-Zugriffszeit
Ugc =2 Vs

Cr, = 50 pF
AdreB-Zugriffszeit
U =2 Vs

Cp, = 50 pF

Verzbgerungszeit
CS-Ausgang hochohmig
Uge =2 Vs

€y, = 5 pF,

o
;g_ = 25 C.

Verzigerungszeit
WE-Ausgeng hochohmig:

Ugc =5 Vs
CL = 5 pF,

A =25 °c

Verzdgerungszeit
WE-Ausgang aktiv
Uoge =5 Vs

CL = 5 pF,

o
J%; = .25 Cc

Sorqv

*avQy

*oHQz

WLz

*wHQX

42 55

55

20

20

11 -

53 170

70

20

25

1" -

Den angegebenen Zeiten liegt folgende Beschaltung der Datenausginge DQi zugrunde.

DGi
U 2148C

I
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Uge =5V

LBO

255

ns

Bild 3: Beschaltung der Datenausgénge

Die Lastkapazitdt betrdgt C; = 50 pF (fiir {5~ und AdreBzugriffszeiten) bazw. CI_z 5 pF (fiir alle iibrigen

dynamischen Kennwerte).
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Bild 4: WE-gesteuerter Schreibzyklus (Beendigung durch L/H-Flanke von WE)
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Bild 5: (S-gesteuerter Schreibzyklus (Beendigung durch L/H-Flanke von cs)
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Bild 6: Lesezyklus 1 (G5 = LOW, WE = HIGH)
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Bild 7: Lesezyklus 2 (WE = HIGH; Adresse liegt llber gesamten Lesezyklus stabil an)

Applikative Hinweise

Der U 2148 D 70 und U 2148 D 55 sind schnelle vollstatische Schreib-/Lese-Speicher.

Bedingt durch ihre geringe Zugriffszeit sind sie nicht nur in der Rechentechnik, sondern asuch fiir
spezielle Gebiete der MeBtechnik (z. B. MeBwertspeicher, Trensientenspeicher) gut einsetzbar.

Die TTL~Kompatibilitét eller Anschliisse sowie die Moglichkeit der Ausgangstrennung (Tri-state) ge-
statten einen systemfreundlichen Einsatz der U 2148 D-Typen, d. h. Ansteuerung durch Schaltkreise
der D-, DL- und DS-Logikreihen, Verwendung in Tri-state-Bussystemen.

Die genannten Typen sind direkt (d. h. ohne WAIT-Zyklus) mit dem gesamten in der DDR zugelassenen
CPU-Sortiment betreibbar.

Bedingt durch die sehr geringen Zugriffgzeiten des D.2148 D ergeben sich fiir die Systemarbeit
(Schaltungs~ und Leiterkartenentwurf) bestimmte Forderungen /1/:

Die Betriebsspannungs- und Masseleitungen der U 2148 D=-Speicherkonfiguraetion sind gitterformig
bzw. als getremnte Kupferfléichen (d. h. Mehrebenen-Leiterkarten) suszufilhren.

- Die sRAM-Schaltkreise sowie periphere Ansteuerlogik sollmeine gemeinseme Massefl&dche haben
(d. h. Vermeidung von Erdschleifen).

- Unmittelbar an jeden sRAM-Schaltkreis ist ein Stiitzkondensator von 47 nF bis 100 nF (Keramik-
kondensator) anzuordnen.

- Es wird empfohlen, unmittelbar am Steckverbinder zwischen dem Betriebsspannungs=- und Massean=-
schluB einen Kondensator von 22 /uF bis 47 JuF anzubringen (ggf. sogar einen TiefpaB).

- Zur Vermeidung von Reflexionen auf den signalfiihrenden Leiterbahnen (diese stellen hier teil-
weise nicht abgeschlossene Ubertragungsleitungen dar) sollten zwischen den DS-Treibern und den
Speichern Léngswidersténde vorgesehen werden (AnschluBwidersténde). Die Widerstiénde liegen in der
GroBenordnung 30 Ohm bis 50 Ohm (der optimale Wert muB experimentell ermittelt werden) und sind
so nahe wie mdglich an den Speicherschaltkreisen anzuordnen.
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